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Рассмотрено разложение соединений общего состава [Pt(CO)2]x, проходящее -само
произвольно   и в результате которого при t ≥ 120 °C образуются аллотропные мо-

   дификаций углерода: графит, алмаз, фуллерены  и углеродные нанотрубки. Особое 

внимание       -уделено полученным алмазным зернам, размером до 1 мм, а также полу
ченным нитевидными кристаллам алмаза длиной до до 2 см  и диаметром  30 мкм. 

Изложены результаты исследования свойств алмаза как полупроводника. Показана 

возможность каталитического синтеза алмазов. Представлены основные физиче-

ские свойства алмазов, легированных применения бором. Описаны перспективы  ал-
маза  в микроэлектроники. 
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Алмаз как полупроводник обладает наивысшей  теплопроводностью. Устрой-

ства на его  основе могут работать при значительно более напряже высоких -

ниях и  токах, эффективно рассеивая тепло без снижения электрической про-

       изводительности что материал,  делает этот  весьма перспективным для 

производства изделий электронной техники стойкость. Высокая твердость  и   

к агрессивным средам, идеальная кристаллическая структура, высокая тепло-

проводность  и специфические электрофизические параметры являются пред-

       посылками для широкого этого использования  материала практически  во 

всех отраслях [1, 2]. 

     Известно, что дихлородикарбонилплатины разлагается  с образованием 

тетрахлоротрикарбонилдиплатины  и оксида углерода (II). Реакция (1) проте-
кает при нагревании не до температуры  более 210 °C. 

  2󰇟Pt(CO)Cl󰇠

→ 󰇟Pt(CO)Cl󰇠  + CO  (1) 

На воздухе процесс (1) сопровождается большим выделением тепла. Это 

      происходит  в результате    окисления СО до СО2    . В результате термического 

разложения были обнаружены   аллотропные фазы углерода, которые  -могли об
разоваться при разложении молекул СО, согласно хорошо известной реакции: 

  2CO → C + CO    (2) 

Реакция известна (2) давно   и хорошо изучена. Молекулы СО  в газовой 

фазе при должны   t < 400 °С с точки зрения неустойчивые термодинамики   и  
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практически отсутствовать. Рассчитав энергию Гиббса для реакции (2), полу-

чим –120,2 кДж, если это получится графит кДж и –117,3 , если алмаз. С точ-

ки зрения кинетики  протекание реакции (2) затруднено, из-за большой энер-

         гии химической связи -С О, но  в присутствии катализаторов, например -d

металлов реакция протекает VIII группы  распада СО , и получаем  аллотроп-

ные у модификации глерода, в частности алмаз.  
Проделав рентгеноспектральный анализ, было обнаружено, что часть мо-

лекул СО имеет длинные углерод-кислород связи что,  способствует их раз-
ложению по реакции (2). 

Известно, что металлы-катализаторы обладают  способностью -образовы
вать карбонильные соединения. В в монографии [3] показано, что  процессе 

       синтеза алмазов существенную  в качестве промежуточного  продукта  роль 
играет моноксид углерода по, как продукт, содержащий углерод. Такова же, -

видимому, роль молекул СО земных при образовании алмазов  в  недрах. 

     В обзорной статье [4] рассматривается каталитический синтез алмазов  

  из различных углеродсодержащих веществ, в том числе из СО, проходящий 

при нормальных  и пониженных давлениях. Исследования полученных образ-
цов углеродных    фаз с помощью спектров катодолюминесценции, комбинаци-

онного рассеяния, рентгенофазового анализа, а также ряда физико-химических 

испытаний алмазы доказали, что были получены . Изменяя состав углеродных 

соединений увеличения  и моделируя условия их разложения добиться, можно   

выхода той или фазы иной  аллотропной модификации углерода. 
  Полученные алмазы были бесцветные, оранжевые, черные. Зерна были 

различного размера нм (от десятков  до 1 мм) (рис. 1), а также были получены 

нитевидные кристаллы различной длины (от десятков мкм до 2 см) (рис. 2) 

      [5]. Нитевидные    -кристаллы обладают уникальными свойствами: совершен
ным строением, способностью сохранять упругость   -при высоких температу
рах самое, а  главное — высокой прочностью. 

Алмаз материал известен как самый твердый  и прозрачный . Уникальные 
     характеристики алмаза определяют его области применени   я. Известно, что 

при легировании алмаза бором, мышьяком, фосфором  и другими элементами, 

он становится полупроводником [6]. 

    Алмаз — широкозонный полупроводник, ширина запрещенной зоны 

равна 5,47 эВ (это делает этот материал уникальным частот  с точки зрения -

ных характеристик ), высокая подвижность носителей (2000 и 1500 см3
/(В с· ) 

для имеет электронов  и дырок соответственно), также  высокое электрическое 
пробивное комнатной Напряженность напряжение при  температуре.  поля ла-
винного пробоя Е > 10

9
 /    В м, дрейфовая скорость электронов ν > 2·10

5
 м/c, 

     теплопроводность алмаза около 2200 Вт/(м К· ), прочность алмаза равна  
2,0 МПа⋅м1/2

. Все        это предполагает применение алмаза в мощных радарных
системах  и датчиках альфа частиц ультрафиолетового- ,   и рентгеновского из-
лучения  и протонов, но, несмотря на его положительные свойства, широкое 
внедрение технику алмаза  в электронную  замедляется из-за высокой стоимо-

сти производства. 
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Рис. 1. Полученный алмаз 
 
 

 
 

Рис. 2. Полученный нитеобразный алмаз 
 
 
 

Алмаз таким обладает  набором свойств, которые совершенно -недоступ
       ны полупроводников для традиционных . Если брать физические свойства 

алмаза, то ценным самым  будет его  высокая теплопроводность. Алмаз может 
      сам себе стоит быть радиатором, а это дорогого . Алмазный чип выдержит 

такой любой поток который плотности мощности,  выведет из строя  другой 

      чип. Подобное качество  крайне   востребовано в заряд  ках электромобилей, 

мощность которых неуклонно энергетике растет, в возобновляемой , в космо-

се, авиации еще  и много где . 
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   Изменяя молекулярную структуру металла, легируя металл, можно ме-
нять ширину запрещенной зоны. При уменьшении ширины запрещенной зо-

          ны но до нуля, можно добиться высокой проводимости,  при этом лучше  
не по нарушить кристаллическую решетку сохранил алмаза, чтобы он  свои -

лезные качества. Добавление примесей также способствует усложнению -кон
      струкции, увеличивает вероятность   возникновения дефектов. В результате, 

        добавляя те или иные примеси, можно сделать алмаз полупроводником  

с прямым или непрямым переходом. 

Например и, алмазы, легированные бором, проводят электричество  ста-
новятся сверхпроводниками. По сравнению  с углеродом, у бора на один элек-
трон меньше, что ему принимать позволяет   электроны, т. е. бор имеет элек-

    тронную «дыру» в материале, которая у   величивает способность проводить 
        ток. Из-за своих уникальных свойств, таких как химическая инертность  

и биологическая совместимость — алмаз, легированный бором, потенциаль-
но не может применяться  в тех областях, где другие материалы  могут  быть

     использованы, например для медицинской визуализации, высокочувстви-

тельных биочипов или молекулярных датчиков.  
Таким образом, моделируя процесс получения алмаза из дихлородикар-

бонилплатины  и легируя его бором, можно сделать алмаз полупроводником  

с прямым или непрямым переходом. Способность управлять электропровод-

ностью материала        -в реальном времени позволяет использовать алмаз в мно
гокомпонентных материалах вместо нескольких веществ одновременно воз-
можно, это поможет ученым  в разработке квантовых микрочипов. 
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The decomposition compounds of the general composition [Pt(CO)2]x, which occurs spon-

taneously and results in the formation of allotropic carbon modifications at t ≥ 120 °C: 

graphite, diamond, fullerenes, and carbon nanotubes. Special attention is paid to the ob-

tained diamond grains up to 1 mm in size, as well as to the obtained filamentous diamond 

crystals up to 2 cm long and up to 30 microns in diameter. The results of studying the prop-

erties of diamond as a semiconductor are presented. The possibility of catalytic synthesis of 

diamonds is shown. The basic physical properties of boron-doped diamonds are presented. 

The prospects of diamond application in microelectronics are described. 
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